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Telefunken Diode BAQ34

Datasheet

BAQ 33...BAQ 35

Silizium-Planar-Dioden

Anwendungen: Schutzschaltungen, Verzdgarungsschaltungen

Basondere Mearkmale:
@ Sehr niedriger Sperrstrom
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Absolute Grenzdaten
Sperrspannung BAQ 33
BAQ 34
BAQ 35

StofdurchlaBstrom

t,=1ps
DurchlaBstrom
Sparrschichttamparatur
Lagerungstemperaturberaich

Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschichttemperatur

auf Leiterplatte 50 mm x50 mmx 1,6 mm

KenngréBen
]’I = 25 °C, falls nicht anders angegeban

DurchlaBspannung

I, = 100 mA
Sperrstrom
E"= 500 Ix, U,
Ug T=125°C
Uy=15V BAQ 33
Uy =30V BAQ 34
Uy=60V BAQ 35
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Min.

Glasgehause

50D BO

Mini MELF
Gewicht max. 0.1 g

30 W
B0 v
125 v
2 A
200 i
200 °C
- B5....+ 200 “«C
500 KW
Typ. Max.
1 W
1 K | na,
0.5 T
0.5 1 i,
0.5 1 nA,
0.5 1 né
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Telefunken Diode BAQ34 Datasheet
BAQ 33...BAQ 35
Min. Typ. Mazx.
Durchbruchspannung
I =5pA BAQ 33 U, 40 W
BAQ 34 U 70 v
BAQ3S U 140 W
Diodenkapazitét
V=0, f=1MHz c, 3 pF
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